Перспективы применения пористого GaAs в газовых датчиках
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Интерес к полупроводниковым структурам пониженной размерности берет свое начало в 1990 г., после открытия фотолюминесценции пористого кремния [1], природа которой была объяснена эффектом размерного квантования энергии носителей зарядов в нанокристаллитах, чьи линейные размеры составляют менее 5 нм (длина волны де Бройля в Si) в одном или двух направлениях. Затем, внимание ученых распространилось на другие полупроводники, в первую очередь, на часто используемые в электронике Ge и GaAs. Однако, до сих пор, по сравнению с пористым Si, пористый GaAs остается сравнительно малоисследованным материалом. Исследование структурных и оптических свойств пористого GaAs представляет интерес как для фундаментальной науки, так и для практического применения в микро- и наноэлектронике [2,3].
В последнее время поступают сообщения о большой перспективности использования диодов Шоттки на основе контакта Pd/por-GaAs, либо  Au/por-GaAs в качестве эффективных датчиков влажности и газов (H2, СО, СО2, NO, NO2) с быстрым откликом [4,5]. Пористый слой обладает большой площадью поверхности и повышенной способностью к адсорбции, также, наличие пористого слоя позволяет увеличить высоту барьера Шоттки, что положительно сказывается на эффективности датчиков.
В качестве исходных подложек нами использовались пластины монокристаллического арсенида галлия GaAs с толщиной 350±10 мкм, n-типа (легированные Si), с кристаллографической ориентацией <111>, с концентрацией носителей заряда 4-40×1017 м-3 и удельным сопротивлением 0,8-9×10-3 Ом×см. После предварительной очистки ацетоном и деионизованной водой, подложки подвергались анодному травлению в растворе 48% HF и 95% C2H5OH (1:1) при плотности тока 20 мА/см2 в течение 10 минут при комнатной температуре.
Затем нами было проведено комплексное исследование электрических свойств полученных образцов в средах сухого воздуха, этанола и ацетона при комнатной температуре, которое показало перспективность применения слоев пористого GaAs в качестве чувствительной матрицы для газовых датчиков.
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